NPN-Silizium- Transistoren BCW 73
BCW 74
BCW 77
BCW 78

BCW 73,BCW 74, BCW 77 und BCW 78 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren.
Der Kollektor ist mit dem Gehiuse elektrisch verbunden. Die Transistoren eignen sich als
mittelschnelle Schalter, NF-Treiber und fiir universelle Anwendungen. Als Komplementar-
transistoren dazu sind die PNP-Typen BCW 75, BCW 76, und BCW 79, BCW 80 vorgesehen.

Typ Bestellnummer " Typ l Bestellnummer

BCW 73-16 Q62702-C379-V1 BCW 77-16 Q62702-C383-V1
BCW 73-25 Q62702-C379-V2 BCW 77-25 Q62702-C383-V2
BCW 73-40 Q62702-C379-V3 BCW 77-40 Q62702-C383-V3
BCW 74-16 Q62702-C380-V1 BCW 78-16 Q62702-C384-V1
BCW 74-25 Q62702-C380-V2 BCW 78-25 Q62702-C384-V2
BCW 74-40 Q62702-C380-V3 BCW 78-40 Q62702-C384-V3

Gehéduse 18 A3 DIN 41876 (T0O-18) Gehéause 5 C3 DIN 41873 (TO-39)
Gewicht etwa 0,3 g Gewichtetwa 16 ¢g
E BC
CE B
U RN
T ? :. ‘;’ MaRe in mm T 3 % ) ‘?
13521 ——5,2_Ila e 754::3_ 135¢1 J 864, 9245
BCW 73; BCW 74 BCW 77; BCW 78
Grenzdaten: BCW73 |BCW74| BCW77 |[BCW 78
Kollektor-Emitter-Spannung  Uceo 32 45 32 45 \
Kollektor-Emitter-Spannung  Ucges 60 75 60 75 \Y
Emitter-Basis-Spannung Ugso 5 5 5 5 Y
Kollektorstrom I 800 800 800 800 mA
Basisstrom Iy 100 100 100 100 - | mA
Sperrschichttemperatur T; 200 200 200 200 °C
Lagertemperatur Ts -65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung
(Tg =45°C) Piot 1,65 1,65 4,5 45 w
Gesamtverlustleistung
(Ty = 25°C) Piot 0,45 0,45 0,87 0,87 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft  Rynyu < 390 < 390 < 200 < 200 K/W
Kollektorsperrschicht —
Transistorgehduse Rinyc < 100 <100 < 35 < 35 K/W
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BCW 73

BCW 74
BCwW 77
BCW 78
Statische Kenndaten (7, = 25°C) BCwW73| BCW74 | BCW77 | BCW78
Kollektor-Emitter-Reststr‘om
(Uce =32V) Ices < 20 — <20 —_ nA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uce=45V) Tces — <20 —_— <20 nA
Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung
(Ic =10 pA) Uiryces | > 60 >75 > 60 > 75 \'
Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung
(Ic =10 mA) Uiriceo | > 32 > 45 > 32 > 45 Vv
Emitter-Basis-
Durchbruchspannung
(Iego =10 pA) Uiryeso | > 5 >5 >5 >5 \'
Bei den unten angefiihrten Kollektorstrémen gelten die nachfolgenden Werte:
Uce Ic B ” Ucesat Usesat
\' mA Ic/1g \" \Y
10 0.1 > 35
1 1 > 50
1 10 >75
1 100 100 bis 6301) < 0,32)
2 500 > 35 < 0,73) < 23)
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Transitfrequenz (I = 20 mA; Uge = 10V) fr > 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitit (Ucgo = 10 V) Ccro 8 (<12) pF
Emitter-Basis-Kapazitdt (Uggo = 0,5 V) Ceso < 80 pF
Rauschfaktor (Ic = 0,2 mA; Uce =5 V;
R =1kQ; f=1kHz) F 2 (< 10) dB
Schaltzeiten (I = 150 mA; Iz, = Iz, = 15 mA;
RL =150 Q) tein < 100 ns
taus < 400 ns

nterteilt in die Gruppen =

nu ilt in die G 16 (B = 100-250)
25 (B = 160-400)
40 (B = 250-630)

2) Is =10 mA

3) Ig =50 mA
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BCW 73

BCwW 74
BCW 77
BCW 78
Temperaturabhingigkeit der Temperaturabhéngigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung zuldssigen Gesamtverlustleistung
Piot = F(T); Ry, = Parameter Piot = F(T); Ry, = Parameter
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Temperaturabhéangigkeit

des Reststromes /ces = (7))
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Ausgangskennlinien I = f(Ucg)
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BCW 73
BCW 74
BCwW 77

Stromverstirkung B = f(I¢)

BCW 78

Stromverstérkung B = f(I¢)

Uce =1V, Ty = Parameter
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Uce =1V, Ty = Parameter
B-Gruppe 16
0 0
5 5
L1 =+ -
8 iy S O I N
L et BN |
T g N T —ll|_| TN
102 et =TT : 0 o )
5 = i 5 7
- : —ml‘
m}
10 ih 10 s -
~ —— Mittelwerte —— Mittelwerte * i1
5 === Streuwerte beifz25%C ] 5 ~~ = Streuwerte bei;=25°C 111
100 100 |.UJ
o s 50 s 5 0'ma s 50 5107 5 0°mA
— lc —_— ]C
Stromverstérkung 8 = (I, Kollekt Ic=
Uce =1V Ty = Parameter( J Ug =e1 \?;rsrf,r:'gar%meftgr/“)
B-Gruppe 40
0? I 13 10
= s =7
b O ¥ It 1 —lZ'S‘C £
125% il = aboniian 150°C 50|, 7]
A—F L4 11 N 102
41 \| f 7
102 ! 5 ¥ :
7
5 /
/
o |
5 1
0 1 i — ?"MeiwertteE T
~—— Mittelwerte +H HHH HE o preuwere
5 === Streuwerte beif,=25°CH] 10° l ' } beirist
IH =i
HI JHN "
100 3 I 10-! l ' 1
0 50 540 510 510°mA 0 020406081012 % 16 18 20 22 24V
— — Ug

177



Kollektor-Emitter-Sittigungs-

spannung Ucesae = f(Ic);
B = 20; 7, = Parameter

Basis-Emitter-Sattigungs-
spannung Ug gsat = F(
B = 20; Ty = Parameter
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PNP-Silizium-Transistoren BCWwW 75
BCW 76
BCW 79
BCW 80

BCW 75, BCW 76, BCW 79 und BCW 80 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren.
Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Die Transistoren eignen sich als
mittelschnelle Schalter, NF-Treiber und fiir universelle Anwendungen. Als Komplementér-
transistoren dazu sind die NPN-Typen BCW 73, BCW 74 und BCW 77, BCW 78 vorgesehen.

Typ Bestellnummer " Typ Bestellnummer
BCW 75-10 Q62792-C381-V1 BCW 79-10 Q62702-C385-V1
BCW 75-16 Q62702-C381-V2 BCW 79-16 Q62702-C385-V2
BCW 75-25 Q62702-C381-V3 BCW 79-25 Q62702-C385-V3
BCW 76-10 Q62702-C382-V1 BCw 80-10 Q62702-C386-V1
BCW 76-16 Q62702-C382-V2 BCW 80-16 Q62702-C386-V2
BCW 76-25 Q62702-C382-V3 BCW 80-25 Q62702-C386-V3
BCW 75; BCW 76 BCW 79; BCW 80
E BC ) CE B
00,45 i ?05 _L'_ 3 ,
=_»——m§ R g' MaBe i — —f\,'_?- . ( %) i
== ;:'_ Jy um’_ alse in mm g B ?
i ; B
B5e1—+52 gy 2'542[‘-3— 135: —»d 56 g, 9297+
Gehduse 18 A3 DIN 41876 (TO-18) Gehduse 5 C3 DIN 41873 (TO-39)
Gewicht etwa 0,3 g ) Gewichtetwa1,6g
Grenzdaten: BCW 75| BCW 76| BCW79 |BCW 80
Kollektor-Emitter-Spannung —Ucgo 32 45 32 45 Y
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 45 60 45 60 \
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 5 5 5 5 Vv -
Kollektorstrom -1Ic 800 800 800 800 mA
Basisstrom -1 100 100 100 100 mA
Sperrschichttemperatur T 200 200 200 200 °C
Lagertemperatur Ts —-65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung
(Te =45°C) Piot 1,55 1,56 45 4.5 w
Gesamtverlustleistung
(Ty =25°C) " Piot 0,45 0,45 0,87 0,87 w
Wérmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft  Rinyu < 390 < 390 < 200 < 200 K/W
Kollektorsperrschicht-
Transistorgehduse Rinsa <100 <100 < 35 <35 K/W
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BCW 75

BCW 76
BCWwW 79
BCW 80
Statische Kenndaten (7, = 25°C) BCW 75 | BCW76 | BCW79 | BCW 80
Kollektor-Emitter- Reststtom
(~Uce =32V) —Ices < 20 — < 20 — nA
Kollektor-Emitter- Reststrom
(=Uce=45V) —Ices — <20 — < 20 nA
Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung
(_IC =10 (J-A) —U(BR)CES > 45 > 60 > 45 > 60 \"}
Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung
(IC =10 mA) _U(BR)CEO > 32 > 45 > 32 > 45 \")
Emitter-Basis-
Durchbruchspannung
(—Igso = 10 pA) ~Ugrieso | > 5 >5 >5 >5 \Y
Bei den unten angefiihrten Kollektorstrdmen gelten die nachfolgenden Werte:
~Uce -Ic B =Ucesat ~Ugesar
V mA IC/IB
10 0,1 > 35
1 1 > 50
1 10 > 75
1 100 63 bis 4007) < 0,32 \Y
2 500 > 35 < 0,73) < 23) \"
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Transitfrequenz (—Ic = 20 mA; =Uce = 10V) fr > 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitidt (—Ucgo = 10 V) Cceo 12 (< 18) (pF)
Emitter-Basis-Kapazitat (—Uggo = 0,5 V) Ceso < 80 (pF)
Rauschfaktor (—=I¢ = 0,2 mA; -Uce=5V;
Rs = 1kQ; f=1kHz) F 2 (<10) dB
Schaltzeiten (=1 = 150 mA;
IB1=_IBZ=15mA;RL=15OQ) tein <100 ns
taus < 400 ns

1) Unterteilt in die Gruppen 10 (B = 63-160)
16 (B = 100-250)
25 (B = 160-400)

"’; Ig =10 mA
3) Ig = 50 mA
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BCW 75

BCW 76
BCW 79
BCWwW 80
Temperaturabhangigkeit der Temperaturabhéngigkeit der
zuldssigen Gesamtverlustleistung zuldssigen Gesamtverlustleistung
Piot = F(T); Ry, = Parameter Prot = F(T); Ryn = Parameter
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BCW 75
BCW 76
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BCW 79
BCW 80

Ausgangskennlinien I = f(U¢g)
Iy = Parameter
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BCW 75
BCW 76
BCW 79

—

Stromverstarkung 8 = f(I¢)

Ueg =1V, Ty = Parameter
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BCW 75
BCW 76
BCW 79
BCW 80

Kollektor-Emitter-Sittigungs- Basis-Emitter-Sattigungs-
spannung Uceeae = F(1¢); spannung Us gs.e = £(1c):
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B = 20; 7y = Parameter
mA ~ mA
103 : 0
5 - L 5 f A
/& 7\500[: e - 1 -
Y7 s i FUIET L7
- g 0 k
[f Y/ , T L of f.Tso*'c,
5 Z 5 7
' | - 1]
{ EES I
o'l ! 0' ’ l .’
5 5 t
t —— Mittelwerte
1 ——= Streuwerte
— Mittelwerte 0 I bei [;=25T
o - == Sreovere 0 =g
H JIITY
: beif,=25°C s
HHH
IR
I
10! 10-1 I ’
0 0 02 03 04 05 06 07 08V 0 1 2 3V
— Uggsat — Ugesat

Kollektorstrom I, = f(Uge)

Uce = 1V; Ty = Parameter
mA
10°
I
" A B2
soecf|! fl-s0t], /]
T 0 : 7
5 f a
|
| : /
o r! ! /
5 1
1 1 — Mittelwerte —
t I — == Streuwerte —T—
e Il bei 125
5
1 T
e
JENIL
| T
10~! 1
0 020406081012 14 16 18 20 22 24V

— Uy

184



BCW 87

NPN-Silizium-Planar-NF-Transistor

Der epitaktische Silizium-Planar-NF-Transistor im hermetisch dichten Glas/Keramik-Flach-
gehause ist besonders fir MIL- und Raumfahrtanwendungen geeignet. Der Vorteil dieses
speziellen Gehduses besteht in der hohen Packungsdichte.

18-g4

Typ Bestellnunimer )
BCW87 |  Q62702-C369 g :

=+ 8

S E

l— 5"I — o
, Gewicht etwa 0,07 g MaRe in mm

Grenzdaten BCW 87
Kollektor-Emitter-Spannung Ugeo 45 Vv
Kollektor-Basis-Spannung : Ucso 45 Vv
Emitter-Basis-Spannung : . Uepo 7 \
Kollektorstrom . Ic 100 mA
Basisstrom Is , 20 mA
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Lagertemperatur ) Ts -65 bis +160 | °C
Gesamtverlustleistung (7, < +25°C; L6tabstand 3 mm) Pot 225 mwW
Lottemperatur (bei t < 3 sec; Abstand vom Gehéuse '
> 0,8 mm) T, 240 °Cc
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft : Rinsu | <775 | K/W
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BCW 87

Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung (Ic = 2 mA)
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung (Ic = 10 pA)
Eminér-Basis-Durchbruchspannung (Ie =1 pA)
Stromverstérkung') bei: (Ic =10 pA; Uce =5V)
(Ic=2mA; Uce=5V)
(Ic=10mA; Uce =1V)
(Ic =100mA; Uce =1V)

Kollektor- Emitter-Sattigungsspannung
(Ic =10mA; Ig = 0,25 mA)

(Ic =60mA; Is =3mA) oo
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic =100 mA; Iz = 2,5 mA)
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucs =45V)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz .
(Ic=10mA; Uce =5V; f= 100 MHz)

Rauschmaf®
(Ic =02mA; Uce =5V; Rg = 2kQ; f =1 kHz)

Kollektor-Basis-Kapazitit (Ucg = 10 V)
Emitter-Basis-Kapazitdt (Ugs = 0,5 V)

Vierpoldaten

(Ie=2mA; Uce =5V; f=1kHz)

1) Kurvenverléufe siehe BCY 59
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BCW 87
U(BR)CEO > 45 V
Uiricso | > 45 \
Uer)eso >7 v
B > 20 —
B 180 bis 630 —_
B 120 bis 1000 —_—
B > 45 _—
Ucesar < 0,35 Vv
UCEsat < 0,8 v
7
Ugesat <12 \
Icso <20 nA
fr > 125 MHz
F 2 (<6) dB
Ceso <6 pF
Csao <15 pF
hi1e 4.5 (2,5 bis 12) kQ
hi2e 2 10-4
ha1e 175 bis 700 —_—
haae 30 (< 100) uS



BCW 88

‘PNP-Planar-Silizium-NF-Transistor

Der epitaktische Silizium-Planar-NF-Transistor im hermetisch dichten Glas/Keramik-Flach-
gehéuse ist besonders fir MIL- und Raumfahrtanwendungen geeignet. Der Vorteil dieses
speziellen Gehéuses besteht in der hohen Packungsdichte.

‘Typ l Bestellnummer
BCWS8 | Q62702-C370 ‘ ¢

o S B

SE
le— 5’1 —
Gewicht etwa 0,07 g MaBe in mm

Grenzdaten BCW 88
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 45 \
Kollektor-Basis-Spannung =Ucgo 45 Vv
Emitter-Basis-Spannung ~Ukso 5 Vv
Kollektorstrom -Ic 100 mA
Basisstrom -1 .20 mA
Sperrschichttemperatur : T; 200 °C
Lagertemperatur , Ts [~65bis +160 | °C
Gesamtverlustleistung (7y < 25°C; MeRBabstand 3 mm) Pror 225 mwW
‘Loéttemperatur (beit < 3 sec. Abstand vom Gehéuse
> 0,8 mm) - T 240 °C
Wiarmewiderstand
Kollektorschicht — Luft (MeRabstand 3 mm) Rinoul <775 | K/W
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BCW 88

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (- I = 2 mA)
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung (- I = 10 pA)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung (- I; = 1 1A)

Stromverstarkung?) bei: (=/c = 10 uA; ~Uce = 5 V)
. (mIc =2mA; -Uce =5 V)
(—Ic=10mA; U =1V)
(—Ic =100 mA; "ch =1 V)

Kollektor- Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=10mA; -5 = 0,25 mA)
(_Ic =100 mA; -Ig=25 mA)

Basis- Emitter-Sittigungsspannung
(=Ic =100 mA; ~ I = 2,5 mA)

Kollektor-Basis-Reststrom (—Ucg = 35 V)

Dynamische Kenndaten. (7, = 25°C)

Transitfrequenz

(-Ic=10mA; ~Uce = 5V; =100 MHz)
RauschmaB

(-Ic=02mA; ~Ucg =5V; Rg = 2',kQ; f=1kHz)
Kollektor-Basis-Kapazitit (~Ueg = 10 V)
Emitter-Basis-Kapazitit (~Ues = 0,5 V)

Vierpoldaten:

(=Ic=2mA; =Uc = 5V£f= 1 kHz)

") Kurvenvevié‘ufe siehe BCY 79
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BCW 88
_U(BR)CEO > 45 V
—U(BR)CBO > 45 V
~Uooreso| >5 v
8 > 20 —_
B 180 bis 630 —_
B 120 bis 1000 | —
B > 45 —_
~Uctee | <035 v
=Ucgsat <08 \
_UBEsat <12 v
_Icgo < 20 nA
fr 180 | MHz
F 2(<6) dB
Ceso <7 pF
Ceso <15 pF
hi1e |45 (25bis12)| KQ
hize |2 10-4
ha1e | 175-700 —_
haze |30 (< 100) uS



